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ANTECEDENTES -DEL" INVENTO

Este invento se refiere, en general, a sistemas elec-

trostatograficos de formacidén de imagen, y, en particular,

a materiales reveladores perfeccionados y a su usc en talés

sistemas,

Es bien conocida la formacidn y revelado de imdgenes
sobre la superficie de materiales fotoconductores por medios
electrostaticos El proceso electrostatogrdfico ba51co 4a-
do a conocer por C.F. Carlson en la Patente de EE UU mim,
2,297.691} implica colocar una carge electrostatlca ‘unifor-
me sobre una capa aislante fotoconduotora,'exponéf,la capa -
a una imagen de luz y sombra para disipar la carga én las
areas de la capa expuestas a la luz y revelar la imagen lé—
tente electrostdtica resultante depositando sobre lu misma
un material electroscdpico finamente divididé al que se ha-
ce referencia en la iadustria como "polvo impresort, E1l pol-
vo impresor serd normalmente atrafdo a aguellas zonas de la
caﬁawque retienen una carga, formando por ende una imagen
perfilada en polvo impresor correspondiente 2 la imagen la-
tente electrostdtica. Este imagen perfilada en polvo puede
luego transferirse a una superficie de soporte tal como pa-
vel. Ia imagen transferida puede luego fijarse de modo per;'
manente a la superficie de soporte mediante calor. En vez
dé proceder a la formacidn de imagen latente cargendo uni-
,forﬁemente la capa fotoconductora y exponiéndola después a-

una imagen de luz y sombra, puede formarse dicha imagen la- |

tente cargando directamente la capa en configuracidn de ima-
gen. la imagen perfilada en polvo puede ser fijada a la ca-

~pa fotoconductora si se desea eliminar la fase de transfe—

rencia de la imagen perfilada en polvo. Ia fase anterior de
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fijacion térmica puede ser sustituida por otros medios de

) fijaciﬁﬂ apropiados tales como traftamiento con disolvente

o revestimiento.
. Se conécen mucﬁés nétodos para aplicar las particulas
electroscdpicas a la imagen latente electrostdtica suscepti-
ble de ser revelada. Un método de revelado, dado a conocer
por E,N, Wise en la Patente de EE,UU, ném. 2,618.552, se co-
noce como revelado "en cascada". En este método,{ﬁﬁ,material
revelador que comprende particulas portadoras relétivamente
grandes que posee particulas de polvo impresor fincmente di-
vididas'que se adhieren electrostdticamente a la superficie
de las particulas portadoras es transportado a y rodado o
vertido en cascada a través de 1a superficie port@dora de
imagen latente electrostdtica. Ia c&mposicién de las parti-
culas de polvo impresor se escoge de manera que Tenga una
poiaridad triboeldctrica opuesta a la de las particulas por-
tadoras. A medida que la mezcla cae en cascada o rueda a
través de la superficie portadora de imagen, las pariiculas
de polvo impresor son electrostdticamente depositadas y ase-
guradas a la seccidn cargada de la imagen latente, no depo-~
sitdndose en las secciones no cargadas o de fondo respecti-
vag, Ia mayor parte de las particulas de polvo impresor de—-
positadag accidentalmente en el fondo son retiradas por el
portador rodante al parecer debido a la mayor atraccidn
electrostdtica entre e; polvo impresor y el portador que en-
tre el polvo impresor y el fondo descargado. Las partiouias.
portadoras y las particulas de polwo impresor no usadas son
después recicladas, Este técnica es extremadamente buena pa-
ra el revelado de imdgenes de copiz en linea. El proceso de

revelado en cascada constituye la tdenica de revelado elec—

"
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trpsﬁatogféficq'comercial mds extensamente utilizada, En 1la
patente de EE.UU. mim. 3,099.943 se describe una mdquina cér
piadora de oficina dé todo servicio que incorpora esta téc-
nica,

| Otra téqnica para revelar imdgenes latentes electros-
tdticas es el proceso de “cepillo magnético" descrito, por
ejemplo, en la patenfe de EE.UU. mim, 2,874.063. En este mé-
todo, un material revelador que contiene particuias de polvo
impresor y portidoras magnéticas es portado por un imdn, EL

campo megnético del imdn produce la alineacidn de los porta-

‘dores magnéticos en una configuracidn a modo de cepillo. Es-

te “cepillo magnético" se ajusta con una superficiec portado-
ra;de'imagen latente electrostdtica y las particaias de pol-
vo impresor son arrastradss del cepillo a la imagen latente
eléctrostdtica por atraccidn electrostétipa.‘
Otra tdenica para revelar imdgenes latentes electros-
fétioas es el proceso de "eontacto" descrito, por ejemplo,
en las patentes de EE,UU. mims. 2,895.847 y 3,245.823, a nom-
bre de Mayo. En este método, un material reveladcr es porta-—
do a una superficile.portadora de imagen latente por una ca-’
pa de soporte tal como una lémina u hoja y es depositado so-
bre la misma en coincidencia con dicha imagen, *
las superficies portadoras y las particulas portado-
res se hacen generalmente de o se revisten con materiales
que poseeﬁ proPieda&esztriboeléctricas ap;opiadas, asi como
ciertas otras caracteristicas fisicas. Asi, los materiales
empleados como superficies portadoras y particulas portadoras

o los revestimientos correspondientes deben posesy un valor

itriboeléctrico en proporcidn con el valor triboeléctrico del

.'polvo impresor mara permitir la thesidn electrostdtica del
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nismo a la superficie portadora o particulas portadores v .
su porterior transferencia desde dichas superficie o parti-

culas a la imagen que se encuentra sobre la placa., Adenmds,

- las propiedades triboeléctricas de la superficie portadora

y de todas las particulas portadoras deben ser relativamen—
te uniformes para permitir uniformes recogida y ulterior
depdsito del polvo impresor. Los materiales empleados en la
superficie portadora y en las particulas portadoféé-doben
poseer una dureza intermedia tal gque no arafien la'Superfi-
cie de la placa o tambor sobre la cual se coloca inicialmen-
te la imagen electrostdtica siendo con todo suficientemente
duros para soportar las fuerzas a las cuales se hélian sdme—
tidos durante el reciclado. El substrato portador y las par-
ticulas portadoras asi como la superficie respgcﬁiva ‘tempoco
deben componerse de materiales que sean tan quebradizos que
produzcan bien desprendimiento de escamas de la superficie

o desmenuzamiento de particulas bajo las fuerzas ejercidas
sobre el poriador durante el reciclado. El desprendimiento
de escama respectivo produce efectos indeseables por el he-
cho de que particulas desprendidas relativamente pequefias
pueden eventualmente ser transferidas a la superficie de co-
pia obsitaculizande por ende el debésito de polvo impregor v
dahdo lugar a imperfecciones en la imagen de la copia. Por
otra parte, el desprendimiento en escamas de la superficie
portadora hard que el portador resultante posea propiedades
triboeléctricas no uniformqs cuando se componga de un mate-
rial diferente del del revestimiento de superficie respecti-
vo. Esto se traduce en una recogida no uniforme indeseable
de pqlvo impresor por el portadof ¥y en un depdsito no uni-

forme del mismo sobre la imagen. Ademds, cuando se reduce
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.el tamafio- de particula poriadora, se hace extremadamente di-

 ficil 1a fetirada de las pequefias particulas resultantes de

la placé. Agi_pues,.lgs tiposAde materiales dtiles para fa-
bricar o revestir el portador, aunque tengaﬁ las propiedades
triboeléetricas apropiadas, son limitados en razdn de que
otras propiedades fisicas que poseen pueden producir los ina
deseables resultados citados anteriormente. -

Aungue ordinariamanfe'cabaces de producir iﬁégenes de
buena calidad, los materiales de revelado convencionales ado-
leoén de serias deficiencias en.ciertés areas. Los materia-
les de revelado deben fluir libremente para facilitar una
exacta medida y una wniforme distribucidn durante- las fases
de-revelado y de reciclado del revelador del proceso elec-
trostatogrdfico. Algunos materiales reveladores,"au; poseyen—
do prppiedaaes deseables tales como caraojeristicés3triboe1ée
tricas apfcpiadas, no son.idéneos por cusnto tienden a apel-
mazarse, formar puente y aglomerarse durante la manipulacidén
y almacenamiento. ILa adherencia de las particulas poftadoras
a las superficies de formacidn de imagen electroétatogréfica
aprovechables da lugar a la formacién de arafiazos indesea- -
bles sobre las mismas durante la transferencia de imagen y
fases de limpieza de superficie. I= tendencia de las parti-
cuias portadoras a adherirse & las superficies de formacidn
de imagen se ve agravada cuando las superficies portadoras
son dsperas e irregulares. Los revestimientos de la mayoy
parte de las particulas portadoras se deterioran rdpidamente
cuando se emplean en procesos continuos que requieren el re-
ciclado de particulas portadoras por transvortadores de can-
gilones parcialmente sumergidos en el material revelador co-

mo se describe en la patente de EE,UU. mim. 3,099.943., Ia
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deterioracidn sé produce cuando partes o la totalidad del
revestiniento se¢ separan del micleo portador. La separacion,
puede ser en forma dé astillas, escamas o capas completas y
es, causada principalmente por adherencia pobre y frédgil del
material de revestimiento que falla al impacto y contacto
abrasivo con piezas de la mdquine y con otras particulas
portadoras. Los portadores con revestimientos que tiendan

a astillarse y de otro modo separarse del micleo -» substra-
t0 respectivo han de ser reemplazados con frecuencia aumen-
tando por ende el gasto y pérdida de tiempo productivo. Asi,
generalmente, las papticulgs portadoras revestidas con re-

vestimiento que tienda a astillarse o separarse del micleo -

portador no pueden ser recuperadas y usadas de nueve tras

michos ciclos'mecénicoé.'ia borradura de impresién ¥ pobre

calidad de ésta se producen cuando no se ;eemplazan los por-
tadéres con revestimientos gstropeados, Los finos ¥y arepilla
fbrmados a partir de la desintegracién del portador tienden
a amontonarse y formar depdsitos indeseables y perjudiciales

en partes criticas de la mdquina, Muchos revestirientos por-

- tadores que poseen elevada resistencia compresiva y tensil

0 no se adhieren bien al micleo portador o no poseen las ca~—

racteristicas triboeléctricas deseadas. Adends, los portado-
res que poseen revestimientos discontinuos promueven por lo
general un fallo de adhesidn entre el substrato portador y
el material de revestimiento respectivo, dendo lugar a los
problemas citados antefiormente ¥y traduciéndose en variacio-
nes en caracteristicas triboeléctricas, descarga prematura

de la superficie de formacidn de imagen fotoconductora que

rproduce la degradacidn de la imagen latente eloctrostdtica,

. arafiazo de la superficie de formacidn de imagen, por no men-—
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. cionar dificultades de fabricacidn en cuanto a reproducir

. portadores gue posean revestimientos discontinuos. Ademds

las paﬁactepi;ticas_?Eiboeléctricas ¥y de flujo de muchos
portaddres se ven adversamente afectadas euéndo la humedad
relativa es elevada; Por ejemplo, los valores tribdeléctri—
ces de aigunos revestimientos o capas portadoras fluctuan
con los cambios de humedad relativa y no son deseables pa-
ra empleo en sistemés elecfrostatogréficos,‘en paxticular
en mdquinas automdticas que requieren portadores que posean
valores triboeléctricos estables y predecibles.

-6tro factor que afecta la estabilidad de las propie-
dades triboeléctricas de los portadores es la susceptibili-
dad de los revestimientos o capas respectivas a i'i’mﬁ)aceién
del polvo impresor", Cuando las pérficulas portadores son
empleadas en mdquinas automdticas y recic}adés a través de
muchos ciclos, las muchas colisiones que se producen entre
las particulas portadoras y otras superficies de la mdquina
hacen que las particulas de polvo impresor portadas sobre
la superficie de las particulas portadoras sean soldadas o
de otro modo forzadas sobre'las superficies portadoras. Ia
scumilacidn gradvel del meterial impresor impactado sobre
la superfioie del portador prcduce un cambio en el valor
triboeléetrico del portador y directamente contribuye a la
dégradacién de la calidad de la copia por eventual destruc-
eidn de la capacidad dgﬂtransporte de pplvo impresor dsl por-
tedor. |

Se ha comprobado que para revelar una imagen latente
compuesta por cafgas electrostéticas negativas, debe selec-
cionarse una combinacidn de polvo eleciroscdpico y portador

en la cual el polvo sea triboeléctricamente positivo respecto
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al‘pqrtadér graﬁular; ¥y para revelar una imagen latente que
comprendsa cargae electrostaticas positivas, deben seleccio-
narse un polvo e;ectfostético y un portador en los cuales
el:polvo sea tribosléctricamente negativo con respecto al
portador. Con frecuencim, en cualqaier tipo de impresidn,

es deseable prdducir una QOpia'inversa del original, Esto
guiere decir una copia negati%a de un original pousitivo, o,
a la inversa, una éopia positiva de un origiﬁal regativo,
En impresidn electrostatogrédfica, la inversidn de imagen pue-
de lograrse aplicando a-ésta un polvo revelador gue sea re-
pelido ﬁor lag zonas cargadas respectivas y se adhiera a las
zonas descargadas. 4 , '

. La relacidén triboeléetrica entfe el polvo electroscd-
pico y el poritador depeﬁdé"de sus posiciones re}ativas en
wna serie triboeléetrica en la cual los materiales estén dis-
puestos de manera Que cada uno sea triboeléctricamente carga-
d6 con una carga positiva cuando se ponga en contacto con
cualquier naterial que se halle por debajo de é1 en la serie
¥y con una carga negativa cuando se ponga en contacto con
cualquier materisl por encima del mismo en dicha serie. En
la reproduccidn de ejemplares de elevado contraste, como
cartas, dibujos, etc., es conveniente seleccionar los mate— -
riales de polvo electroscépico y portador a fin de que su 7
electrificacidn mutua sea suficiente para hacer que las
particulas de polvo impresor se adhieran electrostdticamen-
te a la éuperficie portadora, siendo normalmente regulado
elAgrado de dicha electrificazcidn por la distancia entre
sus posiciones en la serie triboeléctrica, es decir, cuan-
"to mds se distancian entre si mayor es la electirificacidn

_mitua y cuanto'més cerca se hallan en la serie, menor es




10

15

20

25

30

- 10 -

dicha electrificacidn.
Bs en extremo conveniente controlar las propiedades

triboeléctricas de las superficies portadoras para aéomodar.

el uso de las composiciones deseables de polvo impresor en

tanto que se retienen las otras caracteristicas fisicas}de—
seables dei portador. La alteracidn de las propiedades friu
boeldetricas de un portador aplicando al nismo uﬁé‘éépa‘su—
ferficial constituye una téenica particularmente -dsseable.
Con esta técnica, no solo es posible controlar las. propieda-
des triboeldéctricas de un portador hecho de materiales con
caracteristicas fisicas deseables, sino que también puéden
emplearse materiales anteriormente no apropiados-zcro ﬁor;
tador., Asi, por ejemplo, un porfador que posea pfopiedades
fisicas deseables, con excepciénlde'dureza, puede.sér reves;
tido con un material que tenga uma dureza'apfopiaaa asi co-
mo otras propiedades fisicas que hagan el producto resultan-
te mds Uil como portador.

Son bien conocidos en la industria los materiales
portadores apropiados paca revelado en cascada, cepillo
magnético y contacto. El poftador comprende cualquier mate--
rial sdlido conveniente, siempre que adquiera una carga de
una polaridad opuesta a la de las particulas de polvo impfeé
sor cuando se ponga en contacto con las mismas, de tal mane-
ra que éstas se adhieran a y rodeen aquél, Mediante una se-
1ecéidn apropiéda de material segin su posicidn en la sefie
triboeléetrica, son tales las polaridades de su carge cuan—

‘ b
do se mezclan los materiales que las particulas de polvo im-

presor electroscdpico se adhieren a y son revestidas sobre

" 1a superficie de un portedor y taembién se adhieren a aquella

parte de la superficie portadora de imagen electrostdtica
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que tenga mayor atraccidn pars el polvo impresor que’ el -
portador. '

Pars que un material de revestimiento portador re-

sulte Ytil en la preparacidn de portadores pera revelado

de inversidn, debe poseer las propiedades triboeléctricas
adecuadés. Un copolimero de c;oruro de vinilo-acetato de
vinilo, descrito por L.B. Walkup en la patente de EE,UU.
mim. 2,618,551, se utiliza para revestir un port&doﬁ sug-
ceptible de ser usado en el revelado inverso de imﬁgenes
positivamente cargadas. No obstante, este copolimerc no
estd suficientemente separado por debajo de muchcs materia-
les de polvo impresor en la serie triboeldctrica psra pro-
porcionar imégenes‘de inversidn de gran calidad. Por consi-
guiente, se usa un tinte para realzar el caréc@er de inver-
sidn de la caps portadora{ Si bien el porﬁadér preparado a
partir de esta mezcla polimero—tinte ofrece utilidad, tam-
bidn presenta inconvenientes. ILa uniformidad de tanda a tan-
da es pobre, Las mdquinas de gran velocidad que requieren
una. pfoduccién de gran calidad poseen gran dificultad cuan-
do se trate de usar este po}tador. El origen de estas di-
fioultades reside probablemente en la incompleta compatibi-
lidad del tinte con el polimero y puede posiblemente.debef—'
se a lixiviacidn del tinte a partir de la composicidn de re-
vestimiento portadora.

Asi pues, existe una necesidad continuada de un mé-
jor material revelador.para revelar imdgenes latentes elec-
trostdticas.

RESUMEN DEL INVENTO

Es por consiguisnte un objeto de este invento propor-

cionar materiales reveladores gque superen lag deficiencias
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citadasAantefiorméhte.

Otro objeto de este invento es proporcionar matériam
les reveladores que fluyan 1ibremente.’

Otro objeto de este invento es proporcionar miteria-
les de revestimiento portadores qué se adhieran tenazmente
a los substratos portadores. '

Otro objeto de este invento es proporcionar revesti-
ﬁientos portadores que sean mds resistentes al agrietamien-
to, 2l astillamiento, al desprendimiento de escamaé'y simi-
lares, : - -~

‘~Ofro objeto de este invento es prqurcionar revesti-

mientos portadores que tengan valores triboeléciricos mds
P qal

>estables.

Otro objeto de este inventofes proporeionsy revesti-
mientos portadores que posean una gran ré?is%encia tensil
y compresiva. ' _

Otro objeto de este invento es proporcionar revesti-
mientos portddores que presenten una mayor resistenéia a la
desintegracidn.

Otro objeto de este invento es proporcionar revesti-
nmientos portadores mds resistentes a la impaccidn del polvo
impresor. )

Otro objeto .de este invento es proporcionar materia-
les reveladores mejorados que no se depositen en. zonas in-
deseadas de una imagen latente electrostdtica, "

’ Otro objeto de este invento es proporcionar materia-
les portadores electrostatogrdficos mds uniformemente reves~
tidos,

Otro objeto de este invenﬁo es pfopqrcionar materia—

les portadores revestidos que posean caracteristicas tribo-
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-eléctricas controlables,

. 'Qtro dbjeto de este invento es proporcionar materia-
les'porfadores revestidos que posean mucha mayor duracidn.

Otro objeto de este invento es proporcionar materia-
les portadores revestidos que puedan ser recuperados.

Otro objeto de este invento es proporcionar materia-
les reveladores mejorados que puedan emplearse en revelado
de inversidn electrostatogféfico.

Otro objeto de este invento es proporcionar. materia-
les reveladores que pueden emplearse en revelado positivo
electrostatogrdfico. ‘

Otro objeto de este invento es proporcionar materia-
les reveladores méjorados que posean propledades fizicas y

quimicas superiores a las de materiales reveladores conoci-

dos.

Los anteriores objefos, y otros, se consiguen, en
términos generales, proporecionando méteriales portadores
compuestos por un substrato provisio de una capa exterior
que comprende polimeros de poli (p-xilileno) sustituidos
v/2 no sustituidos, \

En general, los materiales de revestimiento portadé—
res son los productos obtenidos dividiendo el dimero ciclicod
(2.2) paréciclofano, y/o derivados-respectivos; para Pprepor-
éionar los di-radicales vaporosos reactivos y condensando
después estos vapores qi—radicéles sobre la superficie de
w substrato portador electrostatogrdfico. Al producirse
la condensacidn, estos di-radicales se polimerizan instan-
tdneamente formande una pelicula.

Los di-radicales vaporosos reactivos mencionados an-

teriormente pueden producirse por divisidn homolitica tér-
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. !976.,
.mica .de al menos un dimero ciclico representado generalmen-

 te ?éf lé estructura:

5 - - e e
10
AY
et Ja cual R y R' son sustitutivos nucleares que pueden ser
iSv iguales o diferentes, x e y son mimeros eptefos de 1 a 4,
amboé inclusive, formando.asi dos di-radicales vaporosos
reactivos que poseen la estructura:
(R)
X
20 CH CcH
: 2 2
y' «
25

Asi, en los casos en que X e y soi iguales, yR y .
R' son iguales, se forman dos noles de los mismos di-radi-
cales, y cuando se condensan producen un homopolimero que

30 presenta la estructura:
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Cuando R y R' y/0 x e y son diferentes, lo condensacidn de

tales radicales producird copolimeros con la estructura ge-

. -

neral:
—— - T
(R")
y
~—1—CH CH ~——
-2
b i n

También es posible combinar varios dimeros diferen-
tes con diversos sustitutivos nucleares para formar gran
minero de polimeros diferentes y con frecuencia complica-
dos. Esto resultard obvios para los expertos en la técnica
de polimerizacidn. Por otrazparte, sistemas anélogos gque
posean anillos aromdticos fundidos en la estructura del di-
mero y polimeros resultantes a partir de los mismos no de- -
ben considerarse fuera del alcance de este invento y son
obvios para los exbertos en la materia.

Come guiera que‘el acoplamiento de estos di-radicales
reactivos implica los énlaces metileno, pueden prepararse’

machos polimeros de poli(p-xilileno) no sustituidos o nu-

‘cleares sustituidos, Asi, el grupo sustitutivo vuede ser

cualquier grupo orgdnico o inorgdnico que pueda normelmente

ser sustituido sobre micleos aromsticos, Como ilustracidn

‘de tales grupos sustitutivos pueden citarse alquilo, arilo,
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alquenilo, amino; ‘cianc, carboxilo, alcoxi, hidroxi alquilo,
carbaloxi, hidroxilo, nitro, haldgeno, y otros grupos simi-

lares que puedan ser normalmente sustituidos sobre nucleos

‘aromdticos. De otro modo, la posicidn scbre el anillo aro-

‘médtico es llenada por un dtomo de hidrdgeno.

Particularmente preferidos de los grupos sustituidos
son los grupos de hidrocarburos simples tales comod 1os al-
unllos inferiores, como metilo, etilo, propilo, bafi'o, he-
xilo; hldrooarburos arilo inferiores tales como fenilo, fe-
nilo alquilado, naftilo; y los grupos haldgenos, en parti-
cular cioro, bromo, yodo, y fluoro, por cuanto se ohilenen
materiales de revestimiento paftadores eleotrostategréfiéos

que poseen mdxims adhesidn a los substratos portadomres y

- propiedades triboeléectricas estables.

Los (2.2) paraciclofanocs sustituidos de lcs cuales

se preparan estos di-radicales reactivos pueden obienerse

a partir del dimero ciclico, (2.2) paraciclofano, mediente
up'tratamiento apropiado tal como acetilacidén por halogena-
cidn, nitracidn, alquilesidn, y métodos similares de intro-~
duccidn de gruposlsusﬁituti§os en los micleos aromdticos.
A partir de aqui el término "(2.2) paraciclofano" se refie-
re a cualquier (2.2) paraciclofeno sustituido o no sustitui-
do mencionado anteriormente. '

| En el proceso de polimerizacidn para proporcionar los
materiales de revestim}ento para el portador electrostato-
gréfico de este invento, los di-radicales vaporosos térmi-
camente generados se condensan y polimerizsn instanténea:

mente sobre el substrato portador. As{, los revestimientos

" o capas para el portador de polimero p~xi1;leno sustituido

y/0 no sustituido pueden formarse enfriando los di-radicales
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- Vaporosos & cualguier temperatura al o por debajo del pun-

to de qondenéacién del di—fadiqal. Se ha obgervado que pa~

ra cada especie de di-radical existe una temperatura de

- condensacidn mdxima Sptima por encime de la cual el di-

radical no se condensard y polimerizard sobre el substrato
portador. Los materiales,polimeros de. revestimiento pare el
portador electrostatogrdfico de poli (p—xilileno)‘.,élé.ﬁtitu:f.—-
do o no sustitufdo se hacen manteniendo la superficie del

substrato portador a una temperaturs inferior a lé“de con~—

densacidn méxima de la especie particular de di-radical im~
plicada. .-
En los casos en que diferentes di-radicales existen-—

tes en la mezcla birolizada tengan diferentes temperaturas

~ de condensacidn mdximas, como por ejemplo p-xilileno, o

ciano-p-xilileno y cloro-p-xilileno o cualgquier otra mez-

cla con otros di-radicales sustituidos, la homopolimeriza-

-eidn resultard cuando la temperatura de condensacidn sea

seleccionada a 0 por debajo de la temperatura solo se con-
densa y polimeriza uno de los di-radicales. Por lo tanto,

ec posible fabricar materiales de revestimiento para el por-
tador de homopolimero a partir de ma mezcla que contenga
uno o varios de los di-radicales sustituidos cuando cusles—
guiera otros di-radicales presentes tengan temperaturas de
éondensacidn mis elevadas, y en la cual solo una especie de
di~radical es condensado y polimerizado sobre'la superficie
portadora, Por supuesto, otra especie de di-radical no con-
densado sobre la superficie del substrato portador pueae
afrastrarse a través de un aparato de revestimiento bien co-
nocido para ser condensado y polimerizado en una cdmara de

revestimiento posterior o sifdn frie., Como quiera que los
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. ’dirradicaiés,de p—xililenb, por ejemplo, son condensados a

0 :
temperaturas de aproximadamente 25 a 30 C, mucho mds infe-,

riores que las de los di-radiceles de ciano-p-xilileno, o
: , 0 0

sea, de aproximadamente 120 a 130 C, es posible tener pre-

sentes dichos redicales en la mezcla piroligada vaporosa.

En tal caso, se aseguran las condiciones de homopolimeriza-

“¢idn manteniendo la superficié del substrato portédp?‘elec~

trostatogrdfico a una temperatura inferior a la dé‘ﬁdnden—
sacidn mdxima dél p-xilileno sustituido pero superior a la
del p-xilileno, permitiendo por ende que'los vapores "del

p—xililéno pasen a trayés delagparato sin condensafse ¥y po-

limerizarse- pero recogiendo el poli-p-xilileno en una cdma-

ra.de revestimiento posterior o sifdn frio, BN
También puedén théherse materiales de revestimiento
para el portador de copolimero por medio éel'proceso de pi-
rélisis descrito anteriormente. Ios copolimefos de p-xili-
léno y p-xilileno sustituido, asi como los copolimeros de
p-xililenos sustituidos pueden obtenerse a través de dicho
proceso de pirdlisis. Ia copolimerizacidn se procduce gimul-
tdneamente con la condensacidn al enfriar la mezcla vaporo-
sa de di-radicales reactivos & una temperatura inferior a
aproximadamente 2OOOC, en condiciones de polimerizacidn.
Los materiales copolimeros pars revestimiento del portador
electrostatogrdfico pueden fabricarse manteniendo la super-
ficie del substrato a2 una temperatura inferior a la de con-~
densacidn mdxime mds baja del di-radical deseada er el co-
polimero, como temperatura ambiente o por debajo de ésta.

Esto se considera como "condiciones de covolirerizacidn®,

dado que al menos dos de los di-radicales se condensardn

.y copolimerizarsn en un copolimero a tal temperatura.



[N S S NPT SUSTOUIE ORSDN

10

15

20

25

30

- 19 ~

En el.proceso pirolitico, se preparan los di-radica-
les reactivos pirdlizando un (2,2) paraciclofano sustituido

y/o no sustituido a una temperstura inferior a aproximada-

) . : .
mente 700 C, y con preferencia a una temperatura entre

0 0

- aproximadamente 550 C a aproximadamente 650 C. La pirdlisis

del paraciclofano (2.2) de pertida comienza a éproximadamen-
te 45000, independientemente de la presidn emplea@a{_La'ope~
racidn en los 1imites de 4500—55000 sirve solo pafa;éumen—
tar el tiempo de reaccidn, disminuir la produccidn de poli-
mero asegurado, y puede traducirse en arrasirar dfirero no
pirolizado en la pelicula de polimero, A temperaturas supe-
riores a aproximadamente 700°C, puede producirse la esci~
sign del grupo sustitutivo, traduciéndose en una e¢snacie
tri/o poli-funcional que dé lugar a polimeros de enluces
transversales o en exiremo ramificados. |

La temperatura de pirdlisis es esencialmente indepen-
diente de la presidn funcional, Se prefiere, no obstante,

emplear presiones reducidas o sub-stmosféricas. Para la ma~

yor parte de las operacicnes, resultan mds prdeticas pre-

siones comprendidas en los limites de 0,000l a 10 mm Hg.
absolutos, Sin embargo, si se desea, pueden emplearse pre-
siones mayores., Del mismo modo, si es necesario, pueden
emplearse diluyentes vaporosos inertes tales: como nitrége-
no, argdén, didxido de carbono, vapor y similares para va-
riar la temperatura Sptima de operacidn o cambiar la pre-
8idn efectiva total en él sistema. | |
En los casos en que se desee una meyor adhesidn de

los polimeros de poli(p-xilileno) a las superficies del
substrato portador electrostatogrdfico, puede obtenerse me-

diante el uso de un compuesto de silicio sustituido. Esto es,
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los polimeros de poli(p-xilileno) pueden adherirse a'las

superficies del suﬁutrato‘portaaor electrostatogréficodis—

poniendo sobre éstas~un compuesto de 31Lano gue contlere

un grupo etilénicamente insaturado unldo al silicio del si-

"lano por un enlace carbono-a-silicio, y poniendo en contac-

to el substrato portador con un di-redical de p-xilileno
vaporoso que al ser depositado sobre la superficie del subs-

trato portador formae una capa de poli(p-xilileno) que se

adhiere a dicha superficie,

Es bien sabido que los siloxanos pueden ser produc-
tog’ condensados e hidrolizados de silancs sustitufdos. Tales
compuestos pueden prepararse por cualguier método convenien-
te' conocido en la industria., Con preferencia los siloxanos
se forman al hacer reaccionar la solucidn contentiva del
compuesto de silicio con grupos superficiales hidroxilo u
dxido del substrato. Los siloxanos pueden producivse a par-
tir de-éilanos sustituidos representados generalmente por
la estructura

Rai : -

R—SiX
2-2,
en la cual R es un grupo etilénicamente insaturado unido al
silicio por un enlace carbono--a-silicio como los compuestos
que poseen la estructura

CH 9
3

GH““‘C-——C-———OCH CH CH——
2 2 2 2

CH===CHCOOH CH CH— ¥y
2 2 2 2
CH===CH(CH )

2 2 o=-l—
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.R'" es. un grﬁpo hidrocarburo monovalente unido al silicio

. por un enlace carbono a silicio; X es un radical hidroli-

zable y/0 condensable tal como haldgeno, al\coxi, ariloxi,

aciloxi, y similares; y a es 0, 1, o 2. Como ilustraciocnes

- especificas de tales silanos sustituidos que contienen un

grupo etilénicamente insaturado unido al silicio del silano
por un enlace carbono a silicio, y al menos un grupo hidro-
lizable unido directamenté al silicio del silano juecden ci~-
tarse viniltricloro silano, vinilmetildicloro siland, y
gamametacriloxipropiltrimetoxl sileno. Los compuestes de
organo silicio Utiles en el pyesente invento son conocidos
en la industria y pueden ser preparados por cualquier méto-
do. convencional correspondiente, |

Los substratos portadoreshde este invento pveden ir

provistos sobre sus superficies de un siloxano que contenga

un grupo etilénicamente insatﬁrado unido al silicis del si-

loxano por un enlace carbono-a-silicio tratando los subsira-
tos con una solucidn producida disolviendo en un disolvente
o silano sustituido que contenga wn grupo etilénicamente
insaturado idéntico al del siloxeno y el menos un grupo hi-
drolizable unido directamente al silicio del silano, El di-
sblvente empleado puede variar segin el silano particular
usado. El disolvente puede variar de halocarbonos tales co-
mo tricloroetileno a mezclas etanol-agua o‘metanol;agua ¥y
cualquier sistema disolvente gproPiado. Ia cantidad de si-
lano en solucidén puede ser de aproximadamente 0,05% a apro-
ximadamente 20% que depende del disolvente empleado. Debe
entenderse que el disolvente usado y la cantidad de silano
en solucidn pueden variar ampliamente y tales variaciones

no deben considerarse fuera del alcance de este invento. -
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Ademds, offos disolventes que los especificamente citados
como "preferidos pueden también emplearse efectivamente sin .
menoscabar los fines de este invento, Debe entenderse que'
la- solueidn puede tambidn formarse de un siloxano que con-
tenga un grupo etilénicamente insaturado unido al silicio
del siloxano por un enlace carbono-a—siliéio y al menos un
gropo hidrolizable y/o condenéable unido directamente al
silicio del silano. Como ilustraciones especificas de los
tipos preferidoé de soluciones gque pueden emplearéé-éitare—
mos unahsolﬁcién al 10% de viniltricloro silemo en *ricloro-
etileno, 0,1% gama-metaqriiox;propil trimetoxi silano en
99,4% metancl--0,5% agua. Estas soluciones han sido. prefe-
ridas, y las referencias a las mismas no deben tomarse en
el sentido de limiﬁéf)ias”cdmbinéciones posibles al fabri-
car wna solucién del compueéto de silicio, LaéAsubstratos
pueden tratarse con las soluciones citadas anteriormente.
por téenicas tales com§ sumergir los substratos directamen-
te.en la solucidn, u otras téenicas convencionales. También
se prefiere que los substratos tratados sean secados a ‘tem-
peraturas ambiente para eféctuar la evaporacidn del disol-
vente portador. En ciertos casos, como cuando se tratan los
substfatos con una soluciéﬁ al 1% de gama-me%acriloxipropi1=

trimetoxi silano en 95/5 etanol-agua, es preferible cocer
_ . o

‘el substrato a temperaturas de aproximadamente 50-T70 C tras

el secado al aire para retirar el silano no reaccionado re-
sidual y el resto del disolvente portador. No obstante, tal
coceidn no siempré es necesaria sino que depende del silano

¥y solucidn usados, Otros métodos para aplicar el silano a

_partir de solueidn o en otra Fforma resultardn obvios para

los expertos en la materia. Ademds, se conocen otras técnicas



= s e a

10

15

20

25

30

- 23 -

y peeden emplearse si se desea para los fines de este in-
vento.

Puede emplearse cualquier grusso de capa o revestimien
to~dé portador electfostatogrdfico apropiado. Sin embargo,
se prefiere un revestimiento de portador que tenga un espe-
sor al menos suficiente para formar una fina pelicula con-
tinua sobre un substrate por cuanto la capa del portador po-
seerd entonces un grueso suficiente como para resiztir la
abrasidn y evitar la formacidn de agujeros que afecten de
modo adverso las propiedades triboeléctricas de lae partiecu-
las portadoras revestidas. En general, para revelado en cas-
cada y de cepillo megnético el revestimiento portador de
poli(p-xilileno) puece comprender de aproximadamente 50 angs-
troms a aproximadaménﬁe S-Qicras de espesor. Con preferen-
cia, el revestimiento o capa del portador, electrostaiogrdfi-
co de poli(p-xililenc) debe comprender de aproximadenente
500 angstroms a aproximadamente 1 micra de espesor por cuan-
t0 se logran mdximas durabilidad, resistencia a la impaceidn
del polvo impresor, y calidad de las copias.

Puede emplearse cualquier material portador revesti-
do o no revestido bien conocido apropiado como substrato pa-
ra los portadores electrostatogrificos revestidos de este
invento. Los materiales de micleo portador tipicos compren—
den cloruro sddico, cloruro aménico, cloruro potdsico de
aluminio, sal Rochelle, nitrato sddico, clorato potdsico,
circonio granular, siliclo granular, metil metacrilato, vi-
drio, didxido de silicio, perdigones de pedernal, hierro,

acero, Tferrita, niquel, carborundo y mezclas respectivas.

Muchcs de los materiales anteriores y otros tipicos portado-

res son descritos por L,E, Walkup.en las patentes de EE.UU.
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2,618,551 y 2,638.416; E.N, Wise en la patente de Eﬁ;UU,
2,618.552; y C.R. Mayo en las patentes de EE,UU, 2,805.847

y 3,245.823, Puede emplearse una yltima particula portadora

revestida que tenga un didmetro medio entre aproximédamente‘

1 micra y aproximadamente 1.000 micras, No obstante, se

prefiere vna particulas portadora revestida con un didmetro
mbdio entre aproximadamente 50 micras y aproximadaménte 600
micras en sistemas de cascada por cuanto la particula por-
tadora posee entonces suficientes densidad e iﬁerbiazpara
evitar la adherencia a las imdgenes electrostéticéé'duranfe
el proceso de revelado en cascada., la adhefencia dz las par-
ticulas portadoras a un tambor electrosﬁatogréfico:cs'inde-
seable en razdn de la formacidn de profundos arafinzcs sobre
la superficie respectiva durante las fases de,trahéferencia
de imagen y limpieza del tambor, en particular en los'casos
en que la limpieza es realizada por un limpiador tipo banda
como el descrito por W.P., Graff, Jr. et al en la patente de
EE.UU. 3,186.838. ’
Los resultados sorprendentemente mejores obtenidos -
con los materiales de revestimiento del portador electrosta;
togrdfico de poli(p-xilileno) de este invento pueden deber-
se a muchos factores, Por ejemplo, la notable durabilidad '
del material de'révestimiento puede ser debida-al hecho de
que estos polimeros>de poli(p-xilileno) se adhieren extre-
madamente bien a los substratos probvados. La extraordinaria
resistencia a la abrasidn se obtiene cuando los materiales
de revestimiento del‘poli(p-xilileno) de este invento son

aplicados a particulas de acero o metal similar. Los reves-

timientos preparados a partir de los polimeros de este in-

vento poseen superficies exteriores suaves que son exirema-
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damente resistentes al agrietamiento, astillamiento y des--
prendimiento de escamas, En los sistemas de revelado en

cascada, la superficie dura y suave mejora la accidn de ro--

‘damiento a través de las superficies electrostatograficas-

y reduce la tendencia de las particulas portadoras a adhe-
rirse a las superficies de formacidn de imagen electroéta—
togrdfica. Cuando se emplean estos polimeros de polilp-xzili-
ieno en revestimientos para portadores electrostatcgrdficos,
se amplia extraordinariamente la duracidn del portador, en.
particular con respectora la estabilidad de las propiedades
triboeléctricas. Ademds, las propiedades hidrofdbicas de
los materiales de revestimiento del portador de este inven-
to. parecen coniribuir a la estabilidad de las propicdades
triboeléctricas del portador revéstido sobre amplios limi~
tes de humedad relativa, En razdén de sus proﬁiedades tribo-
eléctricas, estos materiales de revestimiento pol{meros de

poli{p-xilileno) pueden emplearse en el revelado de inver-

sion de imdgenes positivamente cargadas sin incorporar tin-

tes de inversidn al revestimiento del portador,

Los revestimientos dél portador empleados en el pre-
gente invento son no pegajosos y poseen suficiente dureza
a temperaturas funcionales normales para reducir al minimo
la impaccion; formen fuertes capas adhesivas que resisten
el desprendimiento de escamas en condiciones nérmales de

funcionamiento; poseen tales valores trivoeléctricos que

‘pueden utilizarse con una zmplia variedad de polvos impre-

sores actualmente disponibles en procesos electrostatogrd-

ficos positivos y negabtivos en vigor y son hidrofdbicos, de

" tal manera que retienen un valor iriboeléctrico predecible.

Asi, las particulas portadoras revestidas de este invento
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poseen propiedades deseables que permiten su amplic uszo en
los procesos electrostatogrdficos actualmente disponibles, -
Puede emplearse cualquier polimero de poli(p—tilile;
no’) épropiado COR©0 révestimiento portador de este invento.
Los polimeros de poli(p~xilileno) tipicos incluyen poli(clo-
ro-p-xilileno), poli(dicloro-p-xilileno), poli(ciano-p-xili-
leno), poli(yodo-p-xilileno), poli(fluoro-p-xilileno), poli
(bromo-p-xilileno), poli(metoxi-metil—p-~xilileno), puli(hi-
droxi-metil-p-xilileno), poli(etil-p-xilileno), poli{metil-
p-xilileno), poli(amino-metil-p-xilileno) hidrato, yoli(car-
boxi-p-xilileno), poli(carbometoxi~p-xilileno), y mezclas
respectivas, ‘
Puede emplearse cualquier material de polvo lapresor
bien conocido con lés poffédores revestidos de poli(p—xili-
leno de este invento. Los materiales de polvo impresor tipi-
cos incluyen goma copal, goma sanddraca, colcfonis, resina
de cumaroneindeno, asfalto, gilsonita, resinas de fenol-
formeldehido, resinas de fenol formaldehido modificadas poxr
colofonia, resinas metacrilicas, resinas de poliestireno,
resinas de polipropileno, resinas epoxi, resinas do polietiQ
leno, resinas poliéster y mezclas respectivas. El material
de polvo impresor particular suscertible de ser empleado de-
pende obviamente de la separacidn de las particulas respec-
fivas del portédor revestido de poli(p-xilileno) en la serie
triboeléctrica y debe ser suficiente para hacer que las par-
ticulas de polvo impresor se adhieran eleotrdstétioamente a
la superficie del portador. Entre las patentes que descri-

ben composiciones de polvo impresor electrozcdnico se en-—

.cuentran la patente de EE.UU. 2,659.670, a nomore de Copley;

patente de EE.UU, 2,753.308; & nombre de Iandrigan; patente
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de EE.UU, 3,079.342, a nombre de Insalaco; re-edicidn de

patente de EE.UU. 25,136, a nombre de Carlson y patente de .
EE.UU, 2,788.288, a nombre de Rheinfrank et al. Estos pol-
vos imprgsores poseeﬁ generalmente un didmetro de particule
medio entre aproximadamente 1 y 30 micras, ‘

Puede emplearse cualquier colorante apropiado, tal
como un.pigmento o tinte, paré colorear las particulas de
polve impresor. Los colorantes de polvo impresor son bien
conocidos e incluyen, por ejemplo, negro de carbdn,’ tinte
de nigrosina, azul anilina, Calco Oii Blue, amariiio cromo,
azul ulframarino, Quinoline Yellow, cloruro azul dé'metile_
no, Monastral Blue, Malachite Greene Ozalate, negro de huﬁo,
Rose Bengal, Monast%al Red Svdan Black BM, y mezclau res-—
pectivas., El plgmento o tlnte debe hallarse prescnve en el
polvo impresor en cantidad sufioiente vara hacerlo en extre—
mo coloreado a fin'de que forme una imagen claramente %isi—
ble sobre un elemento de registro. Con preferencia, el pig-
mento se emplea en una cantidad de aproximadamente 3% a
aproximadamente 20%, en peso, basado en el peso iotal del
polvo impresor coloreado, pér cuanto se obtienen imégenes
de gran calidad. Si el colorante de polvo impresor empleado
es un tinte, pueden usarse cantidades sensiblemente menores '
de colorante. '

Puede emplearse cualquier concentracidn de polvo im-
presor convencional apropieda con los portadores revestidos
de poli(p-xilileno) de este invento. Ias concentraciones de
polvo impresor tipicas para sistemas de revelado en cascada

y de cepillo magnético incluyen aproximadamente 1 parte de

.polvo impresor con aproximadamente 10 a aproximadamente 400

.'partes en peso de portador,
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Puede -empléarse cualquier material fotoconductor or-
gdnico o inorgdniéo apropiado como superficie de registro

con los portuderes revestidos de poli(p-xilileno) de este

invento. Los materiales fotoconductores inorgdnicos tipicos

compfenden: azufre, selenio, sulfuro de zinc, 6xido de zinc,
sulfuro cddmico de zine, dxido magnésico de zine, seleﬁuro
cddmico, silicato de zine, sulfuro de-estroncio célcico;
sulfuro cddmico, yoduro mercirico, dxido mercurico, sulfuro
mercurico, trisulfuro indico, selenuro gdlico, disulfuroA-
arsénico, trisulfuro arsénico, triselenuro arsénico, trisul-
furo antlmonlco, sulfo-selenuro cddmico ¥y mezclas resPectl-
vas., Los fotoconductores orgdnicos tipicos comprenden: pig-
mentos de guinacridona, plgmentos de ffalocianina, tvlfenll-
amina, 2,4-bis(4,4 —dletllamlno—fenol)-l 3,4~oxadiazol, N-
isopropilcarbazol, trifenil-pirrol, 4,5—d;fen111m1daz011d1—

nona, 4,5-difenilimidezolidinetiona, 4,5-bis-(4 -cuino~fenil)

~imidazolidinona, 1l,5-dicianonaftaleno, 1l,4-dicianonaftaleno,

amino~ftalodinitrilo, nitroftalédinitrilo, 1,2,5,6~tetra~
azaciclooctatetraeno-(2,4,6,8), 2-mercaptobenzotiazol-2-fenil
4-difenilideno-oxazolona, 6;hidroxi—2,3-di(p—metoxifenil)—-'
benzofurano, ‘4-dimetilamino-bencilideno~bencihidrazida, 3-
bencilideno—amino—carbazol, polivinil carbagzol, (2-nitro-
bencilideno)~p-bromoanilina, 2,4—d£fenil~quinazolina, 1,2,4-
friazina, S-difenil-3-metil-pirazoline, 2-(4' -dimetilamino
fenil)—ben20xaéol, 3-amina~carbazol, y mezclas respeétiyas.
Las patentes repfesentativas en las cuales se ‘describen ma-
teriales fotoconductores incluyen patente de EE.UU.2,803.542,
a nombre de Ullrich, patente de EE.UU. 2,970.906, a nombre

" de Bixby, patente de EE.UU. 3,121,006, a nombre de Middleton,

patente de EE.UU. 3,121.007, a nombre de Middleton y patente
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. de EE.UU. 3,151,982, a nombre de Corrsin.

13"ios revestimientos portadores de éoli(p—xilileno)‘
proporéiongn numerosas ventajas'a'nn portador electrosta-
togféfico~en fazdn de que confieren una capé uniforme y
producen una nejor reproductibilidad triboeléctrica de se-
rie a serie que los portadores corrientes, Ademds, los re-
vestimientos portadores de este invento proporcionan excep-
clonalmente buen rendimiento, dursbilidad, calidad de co-
pias, méntenimiento de calidad, menos adherencia.y =glome-
racién de los corpisculos portadores revestidos, ;§nfirien-,
do ademds una mayor resistencia a la abrasidn y reduciendo
por ende al minimo el astillamiento y_desprendimiéﬁfo de
escamas respectivos, Por otra parte, es posible la recupe-
racién de portador revestido tods vez gue 1os @ateriales
polimeros de poli(p-xilileno) son totalmgntevinsolubles en
los disolventes que disuelven rdpidamente los materiales
de polvo impresor habituales permitiendo por ende lé remo-—
cidn del polvo impresor impactado a partir del portador re-
vestido y dando asimismo luger al re-establecimiento de la
relacidn triboeléctrica original portador-polvo impresor.
EL material de polvo impresor puede asi removerse fdeilmente
del portador revestido que es desmués aproveohaﬁle gin nue-
Vo procesamiento.

Tos siguientes ejem@los, aparte de los ejemplos de
control, definen, desqriben y compzran con mayor detalle
métodos preferidos de utilizaeidn de los portadores reves-
tidos de poli{p-xilileno) del pressnte invento en aplica-. |

ciones electrostatogrdficas. Ias partes y porcentajes son

en peso, siempre que no se haga almma indicacidn en otro

sentido.
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_ - EJEMPLO I
Se preparan particulas porﬁadorés electrostatogréfi-

cas revestidas de poli(p-xilileno) colocando un suministro

"del dfmero ciclico (2.2) paraciclofano en un sublimador que

0
es  caldeado a una temperaturs de aproximadamente 140 C.. Ia

sublimacidn se lleva a cabo en vacio a aproximadamente 10
micras de Hg.’Losrvapores sublimados penetran en un horno
de pirdlisis mantenido a una temperatura de aproximsdamente
68000 ¥y bajo un vacio aproximado de 10 micras de Hg.. En es-

ta zona de pirdlisis el dimero es convertido a di-Padicales

‘reactivos que pasan a una zona de depdsito mantenida a una

) - : .
temperatura de aproximadamente 25 C y que contiene alrededor

de 200 gramos de micleos portadores de acero de 450 micras.
Lo cdmara de depdsito se hace girér a>una vélociégﬁrde en-
tre aproximadamente 10 r.p.m. ¥y aproximadgmeﬁte 50 r,p.n.

Al producirse el contacto de los di-radicales reactivos con
los micleos portadores de acero, se forma una fina y dura
capa continue de poli(p-xilileno) sobre los micleos portado-
res de acero, Log vapores que no se condensan en la zona de
depdsito son eliminados pof.un sifén frio que protege 1z
bomba de'vapor de contaminacién.’Los nicleos pdrtaddres de
acero revestidos se rétiran de la cdmara de depdsito. EL

examen demuestra que el poli(p—xilileno) se ha adherido a

" los nuecleos portadores y no se precisa nuevo tratamiento.

EJEMPLO II
Se preparan particulas portadoras electrostatogrdfi-
cas de poli(cloro-p-xilileno) colocando un suministro del

dfmero ciclico (2.2) paraciclofano que posee un dtomo de

“cloro sustituido en cada anillo aromdtico en un sublimador

)
que es caldeado a una temperatura aproximada de 140 C, Ia
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sublimaci6ﬁ se lleva a cabo en vacio a aproximadamente 10
micras de Hg. Los vapores sublimados penetran en un horno -
.de pirélisis_mantenido a2 una temperatura de aproximadamenté
68006 y-bajo un vacio de aproximadamente 10 micras de Hg.
"En esta zona de pirdlisis el dimero es convertido a di-
radicales reactivos que pasan al interior de una zona de
depdsito mantenida a una, températura de aproximadamente
2500 ¥ que contiene aproximadamente 200 gramos de micleos
portadores de acero de 450 micras. la cdmara de depdaito
se hace girar a una velocidad de entre;aproximadaménte 10
T,Ple ¥ aproximadamentg,59 fﬁp.m. Al producirse glﬁpontac—
to de los di-radicales reactivos con los micleos portado-
res de acero, se forma una fina y dura cepa continue de
ﬂpoli(cloro—p—xilileﬁd)fsbﬁfe'1qs micleos_portadores de ace-
ro. Los vapores que no se cohdensan en 1a,zoﬁa de depdsito

son eliminados por un sifdén frio que protege la bomba de

-vacio de contaminacidn, Los micleos portadores de acero re-

vestidos son retirados de la cdmara de depdésito. E1 examen
demuestra que el poli(cloro«p-xilileno) se ha adherido
‘1os micleos portadores y no se precisa nuevo tratamiento.
| | EJEMPLO TII

Se preparan particulas portadoras electréstatogréfi—'
cas de poli(dicloro-p-xilileno) colocando un: suministro del
afmero ciclico (2.2) paraciclofano, que posee dos dtomos de
cloro sustituido en cada arillo aromdtico, en un sublimador
que es caldeado a una temperatura de aproximadamente 14000.

Ia sublimacidn se lleva a cabo en vacio a aproximadamente

lO micras de Hg. Los vapores sublimados penetran en un hor-

' Jo de plrollsls mantenido a una temneratura de aproximada-

- mente 680 Ty bajo un vacio de aproximadamente 10 micras de
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Hg. En esta zona de pirdlisis el dimero es-convertido. en di-
radicales reactivos que pasen al interior de una zona de

0.
depdsito mantenida a una temperatura de aproximadamente 25 C

'y que contiene aproximadamente 200 gramoé de micleos porta-

 dores de acero de 450 micras. Ia cdmara de depdsito se hace

girar a una velocidad de entre 10 r.p.m. ¥ apréximadameﬁte
50 r.p.m. ALl producirse ei contacto de los di-radicales
feadtivos con los micleos portadores-de acero, se fcrma una
fina y dura capa confinua de poli(dicloro-p-xililéno) sobre
los micleos bortadores de acero. Los vapores que ﬂd_se_con-
densan én la zona de depdsito son eliminados por gg'sifép
frio que protege la bomba de vacio de contaminaci§?f Tos
micleos poftadores de acero revestidos son,retir349§ de la
cdmara de depdsito. ELl examen mestra que el poiikdicloro—
p-xilileno) se ha adherido a los micleos por%adorgs ¥y no se
precisa nuevo tratamiento; R
EJEMPLO IV

Se preparan particulas portadoras electrostatoéréfi-
cas de poli(p-xilileno) =olocando un suministro del dimero
ciclico (2.2) paraciclofano:en un sublimador que es‘caldea-‘
do a una temperatura de aproximadamente 14000. Ia sublima-
cidn se lleva a cabo en vacio a aproximadamente 10 micras
de Hg. Los vapores sublimados penetran en un horno de piré-_
lisis mantenido a una temperstura de aproximadamente 68000
g béjorun vacio de aproximadamente 10 micras de Hg. En esta

zona de pirdlisis se convisrite el dimero en di-radicales -

reactivos que pasan al interior de una zone de depésito man-

i _ )
tenida a una temperaturs de aproximadamente 25 C y que con-

tiene aproximadamente 200 gramos de ndcleos. poriadores de

acero de 250 micras que han sido pre-revestidos con una so-
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-lucidn de aproximadamente 0,7% en wolumen de gema-mebracri-

: loxiﬁrOPiltrimetoxi silano en 99, 4% metanol~0,5% agva. Se

sumergen los nucleos portadores en la solucidn de silano
durante lOAminutos, se secan al aire por 36 minutos, y se
cuecen después a 7000 por un perlodo de 30 ninutos, Ia cd-
mara de depdsito se hace girar a uma velocidad de entre
aproximadamente 10 r.p.m, y aproximadamente 50 r.p.m. Al
producirse el contacto de los di-radicales reactivos con
los nucleos portadores de acero pre-revestidos, éé.fonma
una fina y dure capa continue de poli(p-xilileno) sobre los
nicleos portadores de acero, Los vapores que no se-condensgn
en la zona de depdsito son eliminafos por un sifdn frio que
protege 1a}bomba de vacio de contaninaoién. Tos. ndcleos de
acero.revestidos portadores son retirados de’la cdmare de
depdsito, El examen muestra que el polip~xilileno) se ha

adherido a los micleos portadores y no se precisz nuevo tra-

tamiento.

EJEMPLIO V
Se preparan particulas portadoras electrostatogrdficas
d¢ poli(cloro-p~xilileno) c;locando un suministro del dime-
ro ciclico (2.2) paraciclofano, que posee un dtomo de cloro
sustituido en cada anillo aromitico, en un sublimador que
es caldeado a una temperatura de aproximadamenfe 14000. Ia
sﬁblimacién se lleva a cabo en vacio a aproximadamente 10

micras de Hg. Los vapores sublimados penetran en un horno

de pirdlisis mantenido a una temperatura de aproximadamente

-0
680 C y bvajo un vaclo de aproximadsmente 10 micras de Hg. -

En esta zona de pirdlisis, el dimero es convertido en di-

radicales reactivos que pasan al interior de una zona de de~

: 0
pésito mantenida a una temperaturs de aproximadamente 25 C
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¥y que contiene éproximadamente 200 gramos de micleos porta-
dores de acero de 250 micras que hen sido pre-revestidos -
econ una 501ueidn.de éproximadamente'0,7% en volumen de gama-
meﬁabriloxipfopiltfimetoxi silano, como en el Ejemplo IV,

La cdmara de depdsito e hace giraf a una velocidad de entre
aproximadamente 10 r.p.n. ¥ aproximadamehte 50 r.p.m, Al
producirse el contacto de'los‘di—radicales reactivos con

los micleos portadores de acero, se forma una fina y. dura
capa continua dé poli(eloro-p-xilileno) sobre log‘ﬁﬁcleos
portadores de acero. Los vapores que no se condenssn en la

-

Zona, de"depésito son plimi@ados por un sifdn frioﬂ@gg pro~
tege la bomba de vacio de contaminacion. Los micleos por-ta-
dores;de acero revestidosﬁgon retirados de la cémara de de-
pésito, El examen ﬁﬁésﬁfaiQue el poli(clor&—p—xilileno) se
he, adherido & los micleos poftadores ¥y ho.se‘precisé.nuevo~
tratamiento. . ' ’

| EJENPLO VI

Se preparan particulas portadpras electrostatogrdfi-
cas de poli(dicloro—p-xilileno) colocando un suministro del
dimero ciclico (2.2) paraciclofano, ‘que posee dos dtomos de -
cloro sustituidos en cada anillo aromdtico, en un sﬁbliﬁador
que es caldeado a una temperatura de aproximadamente 14000.-

ILa sublimacidn se lleva a cabo en vacio a aproximadamente

10 micras de Hg. Los vapores sublimados penetran en un horno

de pirdlisis mantenido @ una temperatura de aproximadamente
o A .

680 C y bajo un vacio de aproximademente 10 micras de Hg,

En esta zona de pirdlisis el dimero es convertido en di-radi-

cales reactivos que pasan al interior de una zona de depdsi-
o .

"t0 mantenida a una temperatura de aprokimadamente 25 C y que

. contiene aproximadamente 200 gramos de micleos portadores
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de acero de 250 micras que han sido pre-revestidos con una

solueidn de aproximadamente‘0,7% en volumen de gama-metacri-
loxipropiltrimeftoxi éilano, como en el Ejemplo IV, Ia cdma-
ra de depdsito se hace girar a una vglocidad de entre aproxi-~
madamente 10 r,p.m. y aproximadamente 50 r,p.m. Al producir-
se el contacto de los di-redicales reactivos con los micleos
portadores de acero, se forma una fina y dura capa continua
de poli(dicloro-p-xililenc) sobre los nﬁcleos portaiores de
acero. Los vapores que no se condensan en la zona de depdsi-
0 son eliminados por un sifdn frio que protege ié bomba de

vacio de contaminacidn, Los micleos portadores de acero re-

“ves tidos son retirados de la cédmara de depdsito. El examen

miestra que el poli(d;clqu—p-xililenq) se ha a@herido a los
ndoleos4§ortadores y'nd.sé'preeisé nuevo tﬁatamiento.
| EJEMPLO_VII ’
Una muestraAde referencia que contiene aproximaéamen~
té une parte de particuias de polve impresor coloreadas de
un ‘tamailo medio de abroximadamente 10 a aproximadamente 20

micras y aproximadamente 99 partes de particulas portadoras

revestidas que comprenden micleos portadores de acero de

450 micras revestidos con un copolimero de cloruro de vinilo~
acetato de vinilo que contiene aproximadamente 25,0 por cien-

t0 en peso, basado en el peso del copolimero, de un tinte

" de inversidn, es vertida en cascads a través de una superfi-

cie portadora de imagen electrostdtica. Ia imagen revelada
resultente es transferida por medios electrostdticos a wna
hoja de papel sobre la cual es fundide mediante calor, El

polvo residual es retirado de la superficie de formacidn de

imagen electrostdtica por una benda de limpieze del tipo

. descrito por W.P. Graff, Jr. et ul en la patente de EE.UU,
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3,186.838}>Tras,repetir el proceso de copia 50,000 veces,

se examina la mezcla reveladora para determinar la presen- -

- cia de astillas y escamas del revestimiento portador. Se

enéuéntran numerosas.astillas y escamas del porfador. Se
comprueba que la calidad de impresidn se degrada a lo lar-
g0y éneho de lz prueba y es pobre a la conclusion de la
misma, .

EJEMPIO VIIT c

Se.prepéfa una muestra de revelador mezcléﬁdélaproxif
madamenﬁg una parte de particulas de polvo impreso#-colorea~
das que poseen un tamaﬁoxmédio de aproximadamente_lé aaprqxi-'
madamente 20 micras con aproximadamente 99 partes de las
partieulas;portadoras,fgvgstidas del Ejemplo I..Se_repite'
el procedimiento de‘fe§elé&o'del Ejemplo VII sustituyendo
el @ortador empleado en esﬁe.ejemplo por el ﬁortador-rgves—
tido anterior. No obstante, se repite el procesoc de copia
326,000 veces en lugar,ae 50,000 veces. Un examen de la mez+
cla reveladora después de terminada la prueba no revela sus-
tancialmente ninguna astilla ni escamz del revestimiéhto
del portador. Se comprueba que la calidad de impresidn es
buena a la conclusidn de la prueba.

EJEMPLO IX

Se pfepara ung muestra de revelador mezclando aproxi-
mﬁdamente una ﬁarté de particulas de polvo impresor colorea-
das que’poseen un tamafio medio de aproximadamente 10 a aproxi-
ﬁadamente 20 micras con aproximadamente 99 partes de las
particulas portadofas revestidas del Ejemplo II. Se repite

el procedimiento de revelado del Ejempld VII sustituyendo

:el pertador eﬁpleado en este ejemplo por el portador reves-

- tido anferior, Un examen de la mezcla reveladora después de
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terminada 1a'pruebé no revela sustancialmente ninguna ;étilla
ni eséama del revestimiento del portador, ' |
EJEMPLO X

Se prepara una muestra de re%elador mezclandoiaproxi—
madamente una parte de particulas de polvo impresor-colprea—
das que poseen un tamafio medio de aproximadamenté 10 a aproxi-
madamente 20 micras con aproximadamente 99 partes de laé
ﬁarticulas portadoras revestidas del Ejemplo III..Se repite
el procedimiento de revelado del Ejemplo VII susvituyendo

el portador empleado en este ejemplo por el portador reves-—

tido anterior. Un examen de la mezcla reveladora despuds de

terminada la prueba no revela sustencialmente ninguna astilla
ni.escame del revestimiento del portador.’
EJEMPLO XTI
Se prepara una muestra de reveladof mézclando aproxi-~
madamente una parte de ﬁérticulas de polvo impresor colorea-
das que poseen un tamafio medio de aproximadamente 10 a aproxi-
madamente 20 micras con aproximadamente 99 partes de las
particulas portadoras del E;empio IV. Se repite el procedi-
miento de revelado del Ejem@lo VII sustituyendo el portador
empleado en este ejemplo por el portador revestido anterior.
No obstante, se repite el proceso de copia 400,000 veces en’
lugar dz 50,000 veces. Un examen de la mezcla reveladora
después de termineda la pruebe no revela sustancialmente nin-
guné astilla ni escama.del revestimiento del portador.
. EJEMPLG XTI
Se prepara una muestra de- revelador mezclando aproxi-

madamente una parte de particulas de polvo impresor colorea-—

das que poseen un tamafio medio de aproximadamente 10 a aproxi-

madamente 20 micras con aproximademente 99 partes de las
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. particulas poritadoras revestidas del Ejemplo V. Se repite

el procedimiénto de revelado del Ejemplo VII sustituyendo

el Qprfadon empleadg en este ejemplo por el_portador reves—
tido anterior. Un examen de la mezcla reveladora después

de terminada la prueba no revela sustanciaimente_ninguna
astilla ni escama del revestimiento del portador.

EJEMPLO XTIII

Se prepara una miestra de revelador mezclando aproxi-
mgdamente una parte de particulas de polvo imprespr7colorea—
das que poseen un tamafio medid de aproximadaménte»io a aproxi-
madamente 20 micras con aproximadamente 99 partes,gé las
particulas portadoras revestidas del Ejemplo VI. Se repite
el\pqpcedihiento de revelado del_Ejemylo VIT sugtituyendo
el portador empleado en este ejemplo por el portador reves~
tido anterior. Un examen de la mesz¢la revélaéora después de
terminada la pfueba no-revela susiancialmente ningumaastilla
ni escama del revestimiento del portador. .

' EJEMPLO XIV: - |

Los materiales reveladores del Ejemplo VII y delEjem-
pln VIII se vierten separadémente en cascada a través de
una superficie portadora de imagen electrostdtica. Después
se transfieren las imdgenes reveladas electrostdticamente |
a hojas receptoras. Se repiten las fases de revelado y de
ffansferencia a diferentes humedades relativas en incremen-
tos'de 10 por ciento de 20 por ciemto a 80 por ciento, Ias
resoluciones en lineas por milimeiro de cada una de las
imdgenes transferidas se trazan contra el correspondiente:

porcentaje de humedad relativa. E1 cembio en resolucidn en-

“tre 20 y‘80 por ciento de humedad relative para el material

revelador del Ejemplo VII es mds de'cuatro~veees mayor que
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el cambio en resolucidn para el material revelador del Ejem-

plo VEIT.

EJEMPLO XV

Uha.ﬁuéstra aéhreferencia que contiene aproximadamen-
te una parte de parficulas de polve impresor coloreadas que
poseen un ‘tamafio medio de aproximademente 10 a aproximada-
mente 20 micras y aproximédamente g9 partes de particulas
portadoras revestidas queicomprenden'ndcleos portadores de
acero de 450 micras revestidos con un copolimero de cloruro
de vinilo-acetato de vinilo que contiene aproximaéémente
25,0 por ciento en peso, basado en el peso del copolimero,
de un tinte de inversidn, ez vertida en cascada a través '
de\una superficie. portadora de imagen'électrostética. Se ob-
servah una sustancial impaceidn de polvo iﬁprespr Junto con
astillas y escamas del revestimienio en e? término aproxima-
do de cinco horas después de iniciada la prueba. Se comprue-
ba que la calidad de las éopias se deteriora a un nivelina-
ceptable. ' ‘

EJENMPLO XVI

El material revelador del Ejemplo VIII es evaluado
segﬁn.el procedimiento de prueva de impaccidn del Ejemplo
XV. Se observa la impaccidn del polyo impresor aproximada-
mente 25 horas después de iniciada la prueba.pero sin dete-
rioro de la calidad de las copias, o se encuentra ninguna
astilla ni escama del rgvestimiento del portador. 5

En los siguientes Ejemplos X¥II a XIX, ambos inclusi-
ve, se miden los valores triboeléetricos relativos generados
por contacto de los corpisculos portadores ccn las particu-
las de polvo impresor por medio de wna Jaula Faraday. El

dispositivo comprende un cilindro de bronce que posee un

pakiatac 3.
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-diémeiro,&e aproximadamente vna pulgada y un largo de aproxi-

g madaménﬁe wne pulgada. Un tamiz de grado de malla 100 se

halla colocado en posicidn en cada extremo Qel ecilindro, EL
cilindro es pesado,'cargado con una mezcla’de aproximadamen—
te 0,5 gr. de portador y particulas de polvo impresor y co~ -
nectado e tierra a través-deluﬁ condensador y de un electrd-
metro dispuestos en paralelo. Aire comprimido seco es des-
pués iﬁsuflado a través dél ¢ilindro de bronee pars exiraer
la totalidad del polvo impresor del portador, A é§ﬁ%inuacidn
se lee la carga del condensador sobre el elecﬁréméﬁro. Ine-
go se pesa nuevamente la cdmara para determinar la pérdida
de peso, Los datos resultantes se utilizan para caleular la
concentracﬁdn de polvo impresor ¥y la éarga en micro-culombios
por gramo de polvo impresor. Dado gque las medidas friboeléc-
tricas son relativas, deben 1levarse‘a cébo las medidas, pa-

ra fines comparativos, sensiblemente en idénticas condicio~

‘nes, Asi, un polvo impresor que comprende wun copolimero de

esfireno-n—butil metacrilato y negro de éarbén, descrito

por M.A. Insalaco en la patente de EE.UU. 3,079.342, se usa
como norme de triboelectrificacidn de contacto en los Ejem—-
plos XVIT al XIX, ambos inclusive. Obviamente, el:polvo im~-
presor usado en los ejemplcs puede ser sustituido por otros
polvos impresores apropiados tales como los que se citan an-
feriormente. |

EJEMPLO XVII

Se produce una muestra de referencia mezeclando apfoxi-
madamente una parte une parte de particulas de polvo impre-

sor de copolimero estireno-n-butil metacrilato coloreadas

que poseen un tamafio medio de aproximadsmente 5 a aproximada-

mente 15 micras con aproximadamente 200 partes de las par-
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,tlculas portadoras revestidas descritas en el Egemp;o VII

i El valor tr¢boeloccrlco reiativo del porivador medido _por

med¢o de vns, Jaula Faraday es aproxlmadamente ~20 micro-
culombios -por gramo de polvo impresor., En pruebas de vida
mecanica empleando revelado en cascada de una superficie

de formacidn de imagen aprovechable positivamente cargada
¥y revélando areas de_formécidn de imagen descargadas con
areas no expuestasg todavia cargadas positivamente, el por-
tador falla entre aproximadamente £0,000 y aprox1mauamente
70,000 1mpr951ones. Se observan sustanciales impaccidn de
polvo impresor ¥y abrasidn del porizdor. Ila calidad de inpre-
sidn es pobre a la conclusidn de la prueba, y el valor tri;
boeléctricb gse ha degradado a aproximadamente —~7 micro-
culombios por gramo de polvo impfesor.-

EJEMPLO XVITI

Se produce una muestra de rsvelador mezclando aproxi-
madamente una parte de particulas de po}vo impresor de copo-
limero de estireno-n-butil metacrilato coloreadas del fipo
que se describe en el Ejemplo XVII con aproximadamente 200
partés de las particulas poftadora& revestidas del Ejemplo
I. E1 valor triboeléetrico relative del portador medido por -
medio de una Jaula Faraday es aproximadamsnte -20 micro-
culombios por gramo de polvo impresor. En pruebas de vida
mecdnica, como en el Ejemplo XVII, el portador realiza bien
haéta'aproximadamente 400,000 impresiones, Se observa sus-
tencialmente menos impaccidn de polvo impresor por 1.000
copias y menos abrasidn del portador que en el correspondien~

te del Ejemplo XVII. Ia calidad de impresidn es buena a lo

largo y ancho de la prueba, y se comprueba que el valor tri-

boeléctrico no se ha degradado por debajo de un nivel util,
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EJEMPLO X1X

ﬁyﬂée prdduce ﬁna mes+ira de revelador mezclando_aproii-
madameﬁ%e upa‘parte‘q§7particulés d#e polvo impresor de copo-
1imero de estireno-n-butil metacrilato coloreadas del tipo
que se describe en el Ejemplo XVII con aproximadamente 200 -
partes de las particulas portadoras revestidas del Ejemplo
IV. El valor triboeldctrico relativo del portador medido
por medio de una’ Jaula Faféday es aproximadamente. ~20 micro-

culombios'pbr gramo de polvo impresor, En pruebas de vida

- mecdniea empleando revelado de ce;ﬁllo magnético de una su-

perficié de formacidn de imagen aprovechable negativamente
cargada, el portador funciona bien y la calidad de impresidn
es. buena a lo largo y ancho de la prueba. No se observa sus-
tancizlmente ninguna impaccidn dél polvo iﬁpresor ni abra-
gidn del portador. ’ )
EJENMPLO XX

Fué ciclado el material revelador del Ejemplo‘ViII en
un aparato de revelado de inversidm en cascada a 326,000 ci-
clos en cuyo punto la latitud de control de concentracidn
de polvo impresor & triboeléctricidad se hizo estrecha y ;a'
prdeba se did por terminade. Se lawd el portador revestido
con benceno, se secd al aire, y se re-instald en el anterior
aparato de revelado. Se comprobd que la calidad de impresién_
j concentracidn de polvo impresor respecto a latitud de con-
troi de triboelectricidad habia recobrasdo la latitud origij
nzl, Se comprobd que lé vida del portador revestido de poli
(p-xilileno) original superaba los 500.000 ciclos sin degra-
dacidn del revestimiento correspondiente.

Aun cuando en los ejemplos‘anteriores fueron citados

materiales y condiciones especificos para fabricar y utilizar

.
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- log materiales reveladores de este invento, se trata simple-

- mente de ilustraciones al respecto. Los polvos ilmpresgores,

micleos portadores, .sustitutivos y procesos de los ejemploes
pueden ser sustituidos por diversos otros, como los que se
“indican anteriormsnte, con resultados similares.

Otras modificaciones del presente invento resultardn
evidentes para los expertos en la materia al leer la presen-
te. descripcidn. Se pretende que éstas sean incluidas dentro

del alcance del invento.

En resumen, la Patente de Invencidn que se solicita

deberd recaer sobre las siguientes:
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"REIVINDICACIONES

1.~ Un procedimiento para la obtencién de una co
pia a partir de un documentos original que comprende las fa

ses de proporcionar un elemento de formacibén de imagen eleg

trostatografico que posee una superficie de registro, for—

mar una imagen latente electrosthtica sobre dicha superfi-~
cie de registro, y poner en contacto dicha imagen latente

electrostatica con una mezcla reveladora que compréhde par-

g

"ticulas de polvo impresor finamente divididas que-ss ‘adhig

ren electrostéticamente a la superficie de un portador,

comprendiendo.dicho portador una particula de nficles rodeada
por ung,fina-capa exterior, comprendiendo dicha caﬁa exte-
rior un polimero de poli(g;iilileno) sustituid@»y/o a0
sustituidq, con lo cual ‘al menos una porcidn de dichas par-
ticulas de pelvo impresor finamente divididas son atraidas

a y depositadas sobre dicha superficie de registret de con--
formidaed con dicha imagen latente electrostética.

2.~ Un procedimiento segin la reivindicacidn 1,

- en el cual dicho polimero de poli(p-xilileno) es un homopo-

limero.

3.~ Un procedimiento segin la reivindicaci6n>l,
en el cual dicho polimero de poli(p-xilileno) es un copoli-
mero.

4,~ TUn procedimiento segin la feivindicacién 1,
en el cual dicho polimero de poli(p-xilileno) es el produc —

to obtenidb dividiendo el dimero ciclico (2.21 paraciclofano

para proporcionar di-radicales vaporosos reactivos de dicho

(2.21 paraciclofano y condensando después dichos di-radica-
1és vaporosos sobre la superficie de dicho mficleo.

5.- Un procedimiento segin las reivindicaciones
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anteriopgs, en el que dicho portador cbmprende una particgf
la deinﬁqleo qﬁe posee un taﬁaﬁo,medio que oscila entre
aproximadamente 1 micra y aproxinadamente 1000 ﬁioras rodeg
da de una fina cepa exterior.

6.~ Un procedimiento segln las reivindicacicnes
enteriores de formacion de imagen electrostatogréfico que
comprende lés fases de proporcionar un elemento de forma-
cion de imagen electrostatogréfico que posee una superficie
de registro, formar una imagen latenie electrostética, en

el que dicho portador comprende una particula de nicleo trg

“tada con un compuesto de silicio sustituido que contiene

un grupo etilénicamente insaturado unido al silicioc del
compuesto respectivo por un enlace de carbono a silicio y
al menos un grupo hidrolizable unido directamente &l silicio
del compuesto respectivo.

7.~ Un procedimiento segin la reivindicaeidn 1
a 6, en el cual dicho poli(p-~xilileno) contiene unidades re

petidas de las estructuras




&t e e 2 e e

10

15

20

.25

- 46 -

sér'iguéles'o'diferentes ¥ X e y son nimeros enteros de 1-
a 4; ambos inclusive. » '
8.-- Un procedimiento segin la reivindicacibn 7,

en el cusl x e y son iguales y R y R' son iguales y dicho

polimero de poli(p-xilileno) es un hdmopolimeﬁo sustituido

o no sustituido que posee la estructura:

9.- Un procédimiénto segln la reivindicaeidn 7,
en el cual R y R' son diferentes y dicho poliméréjde poli

(p-xililenb) es un copolimero que posee'la estructura ge-

- ‘meral: S T
(B')
. y
—t— CH CH ——
. 2 <2

'.10.-~ Un procedimiento segin la reivindicacitn 7,
en el cual R y R' se seleccionan entre el grupo consis-
tente en alquilo, arilo, alquenilo, amino, ciano, carboxi
lo, aléoxi, hidroxi alquilo, carbaloxi,  hidroxilo, nitro,
¥ grupos haldgenos.

1l.- Un procedimiento segfn la reivindicacidn 6,.

~.en el cual dicho compuesto de silicic es gama~metacriloxi-

'propiltrimetoxi silano.
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12w ﬁn_procedimiento segn la reivindicacibn
6, en el cual dicha particula de nGcleo es de metal,

13.~ Un procedimiento segin la reivindicacidn
12, en el cual dicho metal es acero.

14.~ Un procedimiento seghn las reivindicacio-

nes 1-6, en el cual dicha fina capa exterior que compren

. de dicho polimero de poli(p-xilileno) tiene un espesor

de aproximadamente 50 Angstroms a aproximademente 5 mi-
cras.

15,~ 8e reivindica por Gltimo como objeto sobre
el que ha de recaer la Patente de Invencidén que se soli
cita: " UN PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE ULis COPIA
A PARTIR DE UN DOCUMENTO ORIGINAIL *,

Todo conforme queda descrito y reivinﬁlcaio en
la presente Memoria Descriptiva que consta de cuarenta ¥
siete paginas mecanografiadas. _

-Madrid, 20 de Noviembre de 1973
BERNARDOY UNGRIA
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